
 

量子情報通信用の半導体ナノ構造形成技術の研究 

 

 MOCVD 成長技術を用いて，シングルフォトン光源など将来の量子情報通信技術を担う

新たな半導体ナノ構造や結晶材料の研究を行っています。MOCVD 法では，砒素（As）やリ

ン（P)系に加え，窒化物（N)系の材料にも対応できるので，光通信波長帯から紫外域に至

る幅広い半導体材料を使いながら特長ある研究を進めています。 
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 S-K モードによる InP(001)基板上の InAs ドットとダブルキャップ法による

ドットの断面形状の比較  
 
 
 
 AFMAFM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~0.14m~0.14m 
 
 
 
 
 
 
 
 InP(001)基板上の InAs ドットの AFM 像（上）と

ダブルキャップ QD のメサ構造（下）  
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ダブルキャップ法による InAs/InP(001)ドットの PL スペクトル 

1200 1300 1400 1500 1600

-
P

L
 in

te
ns

it
y 

(a
rb

it
ra

ry
 u

ni
ts

)

Wavelength (nm)

mesa A

 

mesa B

 4.5

 2.0

 1.6mesa C

 

C-BandS-BandE-BandO-Band

mesa D

Macro-PL

-PL from different mesa-PL from different mesa

d4=0.771nm

NN4

Ga

PN N

d4=0.771nm

NN4

d4=0.771nm

NN4

Ga

PN N

Ga

PN N

PL image from NN4

14m

PL image from NN4

14m

GaP 中の N 原子のδドープ層からの PL 像（左）と NN4 の

原子配置（右）（NN4：第 4 近接位置の NN ペア） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単一 NN4 トラップのアンチバンチング特性（単一光子発生の実証）  
 
 
 
 


